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Anschlull einer Glilhlampe oder einer anderen grtlberen Last an die MOS-Logik bel positiver
Spannung an der Last

Beispiel fiir Glithlampe 12 V/50 ma:
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Wirkungsweise: Ist der FET gesperrt (Logik 0), so 2lielt cer durch Rl festgelegte Stror als
Basisstrom in den Transistor und dieser leite%., Leitet umgekehrt der FET, und ist der Strom
durch R2 griler als der durch R1, so het die Basis ein Potential von ~ - 0,6 V und der
Transistor ist sicher gesperrt. Die Schaltung invertiert (Logik 0 £ Last eingeschaltet).

Himweise zur Dimensionierung: Da der FET Strome bis 20 miA verarbeiten kann, sind (unter worst-
case-Bedingungen) Basissirtme bis etwa 15 mA m&glich, unter Verwendung des SMY 52 bis ca. 50 mi,
Bei entsprechender Stromverstidrkung des bipolaren Transistors konnen &slso recht grole _asten
angeschlossen werden., PFir den Sperrfall mul gelten:

U3_¢0,6 V- Uyg s UB’_+O,6V

R2 R1
UB+ = positive Betriebsspannung
UB- = Betrag der negativen Betriebsspannung (27 V)
UIJS = Spannung Drain - Source des FET beim vorliegenden Strom (aus Kennlinienfeld entnehmerl|)
Filr worst—case-Bedingunger is® einzusetzen mit Mirimelwert: Up , Rl
Maximalwert: UL‘S’ R2, UB+

Der Basisstrom flr den bipolaren Transistor ist im Leitfall:
1 Ug, = 0,6 V

R1
(worst- case: U, Minimalwert, R* Maximum)
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